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1 概述 

HWD4427系列是一款输入输出同相的双通道MOSFET驱动器。当INA和INB输入一逻辑电压，经过具有

输入迟滞功能的反向器，再经过三级反向器后，驱动PMOS和NMOS组成的功率管。HWD4427能够接收逻

辑输入信号的范围是从-5V到VS，双通道输出峰值电流大于1.3 A。 

全芯片的ESD能力达到±2 kV。 

2 产品特点 

 双通道同相输出。 

 峰值电流大于 1.3 A。 

 电源电压 4.5 V~18 V。 

 输入信号的范围是从-5 V 到 VS。 

 驱动 MOSFET 或者 IGBT 并行芯片模块。 

3 功能框图 

 
图1 功能框图 

HWD4427系列典型应用场景如下图所示。 
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图2 典型应用场景 
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4 封装信息 

4.1 HWD4427 系列封装信息 

HWD4427采用陶瓷CDIP8封装，外形及尺寸如下所示。 

 
图3 HWD4427 封装外形图 

 

表 1  HWD4427 封装尺寸 

单位为毫米 

尺寸符号 
数    值 

最小 公称 最大 

D 9.78 － 10.40 

e1 － 7.62 － 

A － － 3.20 

e － 2.54 － 

b 0.36 － 0.56 

L 4.40 － 5.60 

 

HWD4427PSO8M3及HWD4427PSOP8E采用塑料PSOP8封装，外形及尺寸如下图所示。 
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图4 HWD4427PSO8M3 与 HWD4427PSOP8E 封装外形图 

 

表 2  HWD4427PSO8M3 与 HWD4427PSOP8E 封装尺寸 

 

单位为毫米 

尺寸符号 
数    值 

最小 公称 最大 

D 4.70 － 5.10 

E 3.70 － 4.10 

HE 5.70 － 6.30 

e － 1.27 － 

b 0.30 － 0.50 

c 0.12 － 0.28 

 

 

 

HWD4427系列引脚描述如下所示。 
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图5 HWD4427 系列引脚排列图 

 

 

表 3  HWD4427 系列引脚描述 

 

4.2 HWD4427 系列焊盘推荐 

HWD4427焊盘推荐如下图所示，用户可根据焊接要求进行调整。 

引出端序号 符号 功    能 

1 NC 空脚 

2 INA 输入端 A 

3 GND 地 

4 INB 输入端 B 

5 OUTB 输出端 B 

6 VS 电源电压 

7 OUTA 输出端 A 

8 NC 空脚 
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图6 HWD4427 推荐焊盘图 

HWD4427PSO8M3及HWD4427PSOP8E焊盘推荐如下图所示，用户可根据焊接要求进行调整。 

 

图7 HWD4427PSO8M3 及 HWD4427PSOP8E 推荐焊盘图 

 

 

4.3 HWD4427 系列焊接推荐 

HWD4427系列推荐焊接温度曲线如下所示。 
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图8 HWD4427 推荐焊接温度曲线 

 

图9 HWD4427PSO8M3 及 HWD4427PSOP8E 推荐焊接温度曲线 
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5 绝对最大额定值及推荐工作范围 

5.1 绝对最大额定值 

序号 参数名称 参数值 

1 电源电压范围（VS） -0.5 V～20 V 

2 输入电压（VIN） -5 V~VS+0.3 V 

3 输入电流（IIN） 50 mA 

4 功耗（PD） 1040 mW（25 ℃） 

5 热阻（RJA） 170 ℃/W 

6 储存时的环境温度（Tstg） -65 ℃～+150 ℃ 

7 引线耐焊接温度（Th） 260 ℃ 

8 结温（TJ） 150 ℃ 

注：器件在上述所列“绝对最大额定值”下工作，可能对该器件造成永久性损坏。 

5.2 推荐工作范围 

序号 参数名称 参数值 

1 电源电压范围（VS） 4.5 V～18 V 

2 工作环境温度（TA） -55 ℃～125 ℃ 

6 电特性参数 

该电特性指标为该系列产品能达到的最佳指标，不同的质量等级及封装形式略有不同，具体见对应的

详细规范。 

表 3  电特性 

特 性 符号 

条    件 

除另有规定 

VS=4.5 V～18 V 

（根据具体电路定其它参数） 

-55 ℃≤TA≤125 ℃ 

极限值 

单位 

最小 最大 

输入高电平电压 VIH  2.4 — V 

输入低电平电压 VIL  — 0.8 V 

输入电流 IIN 0 V≤VIN≤VS -1 1 μA 

输出高电平电压 VOH  VS-0.025 — V 

输出低电平电压 VOL  — 0.025 V 

输出阻抗 RO IOUT=10 mA，VS=18 V — 12 Ω 

输出峰值电流 IPK CL=1000 pF，VS=18 V 1.3 — A 

电源电流 IS 
VINA= VINB =3 V — 8.0 

mA 
VINA= VINB =0 V — 0.6 

上升时间 tR CL=1000 pF，VS=18 V — 40 ns 



HWD4427 系列产品手册 

第 9 页 

下降时间 tF CL=1000 pF，VS=18 V — 40 ns 

延迟时间 
tD1 CL=1000 pF，VS=18 V — 40 ns 

tD2 CL=1000 pF，VS=18 V — 60 ns 

 

 

图10 HWD4427 系列时序图 

7 功能描述 

7.1 概述 

HWD4427 系列是低功耗、高效率、双通道低边 MOSFET 驱动器。该驱动器主要由一连串的反相器连

接形成 buffer，并且反相器宽长比逐级放大，进而把输入信号进行逐级放大，从而实现大的驱动电流，峰值

电流可达到 1.5 A。图 1为HWD4427型MOSFET 驱动器芯片的内部框图。该驱动器适用于驱动功率MOSFET

或 IGBT，也可用于驱动要求低阻抗、高峰值电流、快速开关时间的负载。 

8 应用建议 

8.1 供应旁路机制 

要快速给大容量电容负载充电和放电，就需要较大的电流。例如，要在 25ns 内将 1000pF 的负载电压

从 0 升至 16V，就需要从电源输入端提供 0.8A 的电流。 

为了确保在较宽的频率范围内具有较低的电源阻抗，建议采用并联电容来实现电源旁路。应使用低电

感的短引线（长度小于 0.5 英寸）陶瓷 MLC 电容器。通常，一个 0.1μF 的薄膜电容器与一个或两个 0.1μF

的陶瓷 MLC 电容器并联就能提供足够的旁路作用。 

8.2 接地 

在使用 HWD4426 的反相驱动器时，建议为输入和输出电路分别设置独立的接地回路，或者设置一个接
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地平面，以实现最佳的开关速度。在正常的大电流开关过程中，驱动器的接地与输入信号接地之间的电压

降会起到负反馈作用，从而降低开关速度。 

8.3 控制输入 

未使用的驱动器输入必须连接至逻辑高电平（可以是 VS）或接地状态。为了实现最低的静态电流（＜

500μA），应将未使用的输入连接至地。一个逻辑高信号将导致驱动器消耗高达 9mA 的电流。 

这些驱动器的设计具有 100mV 的控制输入滞环。还能实现平稳的转换，并在状态变化时最大程度地减

少输出级的电流峰值。控制输入电压阈值约为 1.5V。控制输入将 1.5V 至 VS之间的电压视为逻辑高电平，

并在此范围内消耗的电流小于 1μA。 

8.4 功率损耗 

应计算功率损耗，以确保驱动器不会超出其热性能限制运行。静态功率损耗可以忽略不计。总功率损

耗的实用值是负载引起的损耗与转换损耗之和（PL+PT）。 

 

9 使用注意事项 

器件必须采取防静电措施进行操作。 

该器件操作注意事项如下： 

a) 器件应在防静电的工作台上操作； 

b) 试验设备和器具应接地； 

c) 不能触摸器件引线； 

d) 器件应存放在导电材料制成的容器中； 

e) MOS 区域内避免使用能引起静电的塑料、橡胶或丝织物。 
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10 订货信息 

表 3  产品订货信息 

序号 产品型号 封装形式 封装材料 质量保证等级 引脚材料 重量（g） 详细规范 

1 HWD4427 CDIP8 陶瓷 B 级 镀镍镀金 0.70g Q/HWD 50091-2021 

2 HWD4427PSO8M3 PSOP8 塑料 N1 级 铜镀锡 0.06g Q/HWD 50202-2023 

3 HWD4427PSOP8E PSOP8 塑料 军温级 铜镀锡 0.06g Q/HWD 50657-2024 

注1： 

a) B级器件满足GJB 597B-2012 《半导体集成电路通用规范》B级的筛选要求。 

b) N1级器件满足GJB 7400-2011 《合格制造厂认证用半导体集成电路通用规范》N1级的筛选要求。 

c) 军温级器件满足Q/HWD40020 《华微军温级产品通用规范》的筛选要求，其工作环境温度范围应为-55℃～+125℃。 

注2：产品订货信息为我司已有产品或确定研制的器件，可根据用户需求研制其他封装形式的器件。 


